
Table I. Performance parameters of each solar cell. 
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【序論】 遷移金属ダイカルコゲナイド (TMD) 単層は直接遷移型半導体であり高い光吸収を示す

など，光電子素子材料として興味深い性質を持つ 1)。しかし大面積で欠陥のない TMD 単層の製

造は困難であり，それを利用した光電子素子の研究開発は大きく制限されている。今回の研究で

は，有機極性溶媒中でバルク MoS2単結晶に超音波を照射して作製した薄層 MoS2を PEDOT:PSS

に添加することで，PEDOT:PSS/Si ヘテロ接合太陽電池の性能向上を試みた。 

【実験】薄層 MoS2 分散液の調製 2)：MoS2 粉末を ~ 0.1 g / mL 程度の濃度で，N, N - ジメチ

ルホルムアミド（DMF）に加えた。この混合物を 24 時間超音波処理し，その後 5 分間 1500 rpm 

で遠心分離，上澄みをデカントしてニトロセルロース膜で濾過し，薄層 MoS2 分散液を得た。MoS2 

が剥離できているかの評価は，粉末 X 線回折（XRD）測定により行った。 

太陽電池作製：n 型 Si(100)基板を洗浄後，40 wt% NH4F aq により酸化膜をエッチングした。そ

の上に，PEDOT:PSS 混合溶液 (ethylene glycol 7 wt%, Zonyl® FS300 0.05 wt%添加) に MoS2

分散／非分散 DMF を添加した溶液を滴下し，スピンコート成膜 (1500 rpm, 1 min) した。これ

を 150 ℃で乾燥後，表面に Ag ペーストを，裏面に GaIn 合金を塗布し太陽電池素子とした。こ

れらを擬似太陽光照射下で J-V 測定を行い，さらに外部量子効率（EQE）も測定した。 

【結果・考察】XRD の結果を見ると，バルク層状 MoS2

の 14.4°の (002) ピークが大きく減衰しているので，

ある程度薄層に剥離できたものと考えられる。 

太陽電池の性能では，薄層 MoS2 の添加効果が認めら

れた（Table I, MoS2①，②）。薄層 MoS2濃度を正確

に決定できないため相対的な比較ではあるが，添加し

た薄層 MoS2 の量と素子性能の間には何らかの相関関

係があることも伺えた。EQE 測定により，素子性能向

上は広い波長範囲で光吸収が増大したことによるもの

と確認された。特に，400 – 700 nm 付近の吸収増大が

顕著であった。詳細は当日報告する。 
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Fig1. XRD curves of MoS2 
before and after the sonication 
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